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AplicaAplicaççõesões

�� SemicondutoresSemicondutores
�� DopagemDopagem

�� InserInserçção de camada isolanteão de camada isolante

�� MecânicasMecânicas
�� Endurecimento de superfEndurecimento de superfíícies (cies (nitretanitretaççãoão, , carbetacarbetaççãoão))

�� Aumento de Aumento de áárea superficial efetivarea superficial efetiva

�� BiomateriaisBiomateriais
�� CriaCriaçção de rugosidade superficialão de rugosidade superficial

�� ProduProduçção de filmes de ão de filmes de óóxido ou xido ou nitretosnitretos por implantapor implantaçção do Oão do O
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B→ Si (50 keV, 128 trajet. Monte Carlo)
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Z1 - numero atômico do íon



3

R – comprimento da trajetória (p – projeção x)
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Amorfisação / Annealing

Amorfisação / Annealing
Esquema de implantador

comercial
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• φ - dose (átomos/área)

• I – corrente

• A – área

• Q – carga do íon

• t – tempo de implantação
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Implantação de O em Si

Exemplo / ExercExemplo / Exercííciocio
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Dados:

• Wafer de Si, diam = 200mm

• Energia dos íons (B+) = 100 keV

• Dose 5x1015 /cm2

• Tempo de implantação: 90 s

• Distrib. gaussiana

Pede-se:

- Alcance projetado (Rp)

- Desvio padrão projetado (σp)

- Corrente do feixe

Respostas:

• Da figura (100 keV, B) 

• => Rp = 0.3 µm ,     σp= 0.07 µm 
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Total de íons implantados = área x dose = 1.57x1018 íons

Corrente = carga total implant. / tempo de implant. = 1.57x1018/90 = 2.8 mA

Conclusão/ImplantaConclusão/Implantaççãoão

�� Processo largamente Processo largamente utilizadoutilizado

�� Dopagem semicondutoresDopagem semicondutores

�� ModificaModificaçção de superfão de superfííciescies

�� BiomateriaisBiomateriais

�� Equipamento relativamente complicadoEquipamento relativamente complicado

�� OperaOperaçção simplesão simples

�� Profundidades de penetraProfundidades de penetraçção / energiaão / energia
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